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PATENTE DE INVENCION

por 20 aflos

para "Perfeoclonamientos en los analizadores electrdnicos

emisores de televisidnMe—— oo ——————

a favor de: COMPAGNIE PQUR LA PABRICATION DES COMPTEURS ET
MATERIEL D'USINES A GAZ, de naoionalidad y residencia franw
cesas; D; Vladislas ZEITLINE, de nacionalidad rusa y resi~
dencia francesa; D; Apollinaire ZEITLINE, de nacionalidad

rusa y residencia frangesa; y D; Vliedimir KLIATCHKO, de nacio~-

L
nalldad rusa y residencia francesa,

MEMORXA DESCRIPTIVA

Se ha propuesto ya hace tiempo acumular en los aparatos
emisores de televisidn el efecte fotoelédctrico producido por
cada punto de la imagen durante toda la duracidn de una exw=
ploracién de imagen en lugar de limitar este efecto fotoelée-
trico a la duracidén del andlisis, siempre muy corto, de ca= |
da punto de imagen;

La mayor parte de los procedimientos propuestos consis~
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ten en acumular en un condensador la cantidad de electrici~-
dad deseads durante 1/25 de segundo para el alumbrado del
elemento de imagen considera@o, en descargar bruscamente

por una conexién mévil, mecdnica o electrdénica dicho condensa~
dor, y en influenciar un amplificador por medio de la 1mpul-w
sidn brusca de tal modo originada.

En particular ya se ha realizado una superficie fotoslée-
trica situada en un tubo catédico en el cual el rayo mévil ‘
pueda barrer dicha placa fomada de elementos finos, aislados
uros de otros; Estos elementos presentan uns cierta capacidad
con relacién a un electrodo prdéximo, y las variaciones de po-
tencial dadas por el aflujo rdpido de los electrones del haz
sobre cada elemento provacan una serle de corrientes de dese
rlazamiento proporcionales al alumbrado de cada elemento, los
cuales ss pueden amplificar;

Este método presenta el inconveniente de chocar el rayo
catddico directamente con la superficie fotosensible, y exi=
ge correcciones pars establecer la proporcionalidad geométri-
ca., Ademés, exige una estructurs granular aislante de la ca-
pa fotoeléctrica.

La presente invencidn se refiere a unos perfeccionamien-
tos que evitan parcial o totalmente los expresados inconvenien-
tes;

19, E1 empleo de un cdtodo fotoeléctrico granwlar trans-
parente permite utilizar un barrido catddico cuyo eje es per-
pendicular al plano de la superficie fbtoeléotrica;

22, El empleo de una capa fotosensible continua, de la
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cual 8e proyecta la imsgen electrdnica Sobre una placa ais-
lante que se puede descargar punto por punto por un haz ca-
tédico, provoca una emisién potente de electrones secundaria.

39; El empleo de un usistema de capas fotosensibles o que
posean una fuerte reemlsién secundaria pars transmitir la
imagen dptica y electrdnica de uns primera capa & la segunda,
y as{ sucesivamente; Esto da lugar & un relieve reforzado de
las cargas eldéctricas sobre la dltima capa que es explorada
por un rayo catdédico de una manera conocida.

49; El empleo de una resceidn dptica y electrénica entre
las capes fotosensibles o gque posean una fuerte emisidn se-
cundaria;

La figura 1 de los dibujos adjuntos demuestra el detalle
del primer perfeccionamiento, gue comprende como polo del
condensador de carga ya ses una rejilla metdlica, yo sea una
solucidén transparente conductora S; Se proyecta la escena
que 8e ha de transmitir por el lente L sobre la superficie
fotosensible transparente P, y los electrones emitidos son
atrafdos hacia un dnodo positivo circular o de tela metdlica Ap..
El rayo catédico R analize la superficie P, por estar el
conjunto montado en el interior del tubo catddico T; Se po-
drfa también separar este sistema en dos partes, con la se~
paracldén delgada y muy préxima & la superficie P. Es sabido
que se obtiene todavia a través del metal un hez notable (rayo
de Leonard), y la divisidn en dos partes separadas permite la

introducoidén eventual de gases en la cfmara fotoeléotrica.
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Un perfeccionamiento de este sistema consiste ain en el empleo
de una tercera capa F que posee una fuerte emisidn secundaria,
por ejemplo de materia fluorescente que acumule las cargas
fotosldetricas, En este caso el rayo catddico R explora di~-
cha capa y la descargz punto por punto., Para aumentar el
efesto débil de la luz se puede utilizar una diferencia auxi=-
liar de potencial entre la capa fotoeléetrica P y la de fluo=-
rescencia P, Esta tensidn auxiliar aumenta la energfa de la
luz, lo oual permite disminuir el nimero de las etapas de am=-
plifioacién;

La figura 2 representa el segundo perfeccionamiento del
dispositivo; La imagen es proyectada sobre la placa fotoeldo~
trice P y, por medio de un campo electroéptico O (ya sea mag=
nético, ya sea electrostdsico) y de un 4nodo o rejilla fina Ap
se produce sobre la superficie aislante J la imagen elesotré-
nica de la proyeccidn luminosa efectuada sobre P, es decir

que en cada punto 3? se produce una carga negativa proporclo-

nal al alumbrado en el punto correspondiente 2} de la ocapa
enisora P, La superficie J estd4 recubierta oon una substan-
cia no conductora F, pero susceptible de emitir electrones
secundarios bajo el efecto de un potente rayo catddico o bien
electrones fotoeldetricos, Se pueden emplear en particular
las sales fluorescentes, Un haz catddico mévil R barre esta
superficie, y & consecuencia de la emisién secundaria recogie
da por el prdéximo elestrodo positive 0 cada punto choea con
la superficie aislante, tendiendo a ftomar una carga positiva,

Esta carga neutraliza la carga negativa mayor o menor acumu=-

lada por la proyeccién slectrénica de P. Una place metdlioca
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muy préxime M recoge una tensidn proporcional & estas varia-
ciones de carga y la envian a una impedancia Rg con el fin de
amplificarla ulteriormente;

Es posible una realizacién mds sencilla enpleando una
prlaca delgada de una materia semiconductors S gue soporte en
una cara la substancia fluorescente F; por el otro lado y
& corta distancia, la placa transparente fotosensible P reci-
be la imagen que se ha de transmitir (figura 3). las cargas
negativas emitidas por el cétodo P, bajo el efecto de la luz,
86 acumulan en cada punto de la placa S que actia précticamen~
te como conductor en el sentido de su e8pesor y como aislante
en sentido perpendicular; La neutralizacién de estas cargas
se efectda sucesivamente por las emisiones secundarias provo~
cadas por el rayo catddico E que viene a chocar con la super-
ficle F. 1a corriente sale por el 4nodo positivo A; 12 ima-
gen catddica proyectada sobre la superficie S es mejorada de
ls manera clésica por los campos magnéticos y eléctricos; es-
ta imagen es muy precisa, dada la proximidad de las placas P
vy S; Un perfecoionamiento consiste en aplicar directamente
la capa fotosensible continus y transparente sobre la superfi-
cie P. La realizacién final es pues simplificads, ya que la
placa semiconductora S lleva por un lado la capa fotosensible
Yy por el otro la caps fluorescente;

Se podrfa en caso necesario reemplazar esta dltima capa
por una capa fotosensible, pero de granulos aislados, y uti~
lizar un rayo luminoso en lugar de un rayo caxédico; En to-

dos estos montajes resulta ventsjoso utilizar un campo magné-

‘
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tico H perpendicular a la superficie semiconductora, lo cual
mantiene paralelos entre s{ los filetes de corriente y con-
tribuye a la buena definicidn de la imagen catdédica sobre la
cara fluorescente.

Las impulsiones de descarga pueden ser regogldas pues
en el circufto de €nodo Ap o en un electrodo suplementario
préximo,

Puede obtenerse un aumento de la sensibilidad de estos
dispositivos por los medios siguientes, indicados a t{tulo de
ejemplo en la figura 4,

Una imagen Sptica es formada por el lente L sobre una
placa fotosensible P, Los electirones fotoeldctricos son ace-
lerados por la alta tensidn del primer dnodo Al, de tela me-
t4lica empalmada a la baterfa Bl, En el interior del dnodo
hueco primario Al hay situada una capa fluorescente Fl o de
una materia que mctde por la radiacidén luminosa o por la emi=-
2idn secundaria de los electrones sobre la segunda capa S que
posee una fuerte reemisién electrdnica.

E1l ocampo magnético (o electrostdtico H) proporciona una
imagen electrénica de la capa P sobre la capa fluorescente Fl
de la ocual la reemisidn secundaria de la capa S es definida
por los contornos de la imagen dptica, Esta imagen electré-
nica es proyectada otra vez sobre el segundo sistema de las
oapas F2 S y F3., La primera capa fluorescente Fl actda por in-.
termediacién de la capa semiconductora S sobre la segunda
capa fluorescente F2 hecha positiva por la carga de la luz RL

que explora esta superficie, por ejemplo por medioc de un dis-
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co de Nipkow N situado en la trayectoris de un potente rayo ’
de luz produclido por sl foco Lu y por el condensador dptico Iy

El tercer dnodo A3 capia las descargas eléctricas libe-
radas por ol rayo de anflisis RL; estas descarges provocan
una cal{da de tensién en la impedancia Rge El amplificador
de impulsiones de imagen Am estd empalmsdo por el par de ca~
racided Cg a esta resistencia.

Otra variante y un perfeceionamiento del mismo procedi-
miento consiste en el emplec de un rayo catédico que barra
una imagen electrdnica tal como e representa en la figura 5;

La imagen dptica es proyectada por el lente I sobre la
capa fotoeléctrica P que emite los electrones fotosléctricos.
Estos elesctrones son acelerados por une alta tensidn de la
pantalls fluorescente Fl, y la excitan; Esta primers pantalla
fluorescente F1 da una reemisién secundaria mds potente que
la de la capa fbtosensible; Ia segunda pantalla fluorescente
F2 reacelera esta segunde potente emisién electrdnica, que
excita por segunda vez una emlsidén secundaria de dicha pan-
talla Fz; Es evidente que se puede disponer un mimero conve-
niente de psntallas fluorescentes Fl a F5; Si se utiliza un
campo electrodptico, por ejemplo el de una bobina exterior H,
8e pueden hacer paralelos los rayos secundarios para definir
mejor la forma exacta de la imagen electrdnica sobre la dl-
tima capa fluorescente P56 con relacidén a la de la imagen Sp-
tica transmitida;

Este procedimiento permite obtener una reduceidn sensi-

ble de las etapas de amplifiocacidn, o aumentar la sensibili-

dad media del dispositivo.
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Se puede también disponer una reaccidén Sptica y elec~
trénica entre las pantallas fluorescentes, para aumentar con
ello la emlsidén secundaria.

Es posible que se produzecs una superreaccidn que destri-
buya los contornos exactos de la imagen electrdénica, y por es-
to es ventajoso desplazar la sensibilidad mdxima espectral en-
tre tales pantﬁllas; Ademés se puede intercalar entre estas
pantallas una capa opaca que reduzeca o amortigile la superreac=
cion.

OCon el miamo fin es necesario graduar la alta tensidn en~
tre cada pantalla fluorescente de manera que la superreaceidn
no pueds producirse;

Existe todavia otro medio de reaccidn que consiste en mo-
dular la intensidad del rayo catédico por unas rejilla C en de=
pendencia de la intensidad de un punto explorado, lo cual da
une descarga o una cargs reforzada de estos elementos de imagen;

El electrodo Ap puede servir pars la salida de una fuerte
emislén secundaria que provenga de la pantalla F5, empaln 2 da
por una reaccidn electrodptica y electrostdtica a la pantalla
F4, la cual a su vez lo estd al amplificador Am.

La bobina magnética H puede servir de la manera clédsica
para la traensmisién simultdnea de las imdgenes electrdnicas

entre las pantallas fluorescentes Fl a Fb.
NOTA

Por la patente de invenclidén a que se refiere la presente

memoria descriptiva se REIVINDICA:
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l.- Ia propiedad y la explotacidn exclusiva de perfeccio~
namientos en los snalizadores electrénicos emisores de televi=-
sién, que consisten esencialmente en asumentar la sensibilidad
de su pantalla fotoeléctrica mediante:

a) un transporte electrdnico de las cargas fotoeldctri~
cas sobre una segunda pantalla de alta tensidn con relacidn
a la pantalla fotosensible cue posea uns fuerte emisidn secun=~
daria, lo cual da un relieve reforzado de las cargas fotoeléc-
tricas destrufdas de nuevo por un rayo de una naturalezs cual=-
quiera que pueda explorar sucesivemente o no los diferentes
puntos de dicha segunda pantalla;

b) una amplificacida miltiple del efecto fotoeldctrico
obtenido segin &);

¢) una reaccién dptica, electrdnics o de circulto eléc~
trico entre la pantalla fotosensible y la pantalla de fuerte
reemi sidn secundaria de cualquier naturaleza;

2;- Ia propiedad y la explotacién exclusiva de perfeccio-
namientos en los analizadores electrdnicos tales como los gue
Sse han especificado en la reivindicacidn 1, que consisten esen-
cialmente en producir la reemisidn utilizando individualmente,
en combinacidn o conjuntamente;

a) campos electrodpticos para la reproduccién de une
imagen electrénica de la pantalls fotosensible sobre la panta-
lla de refuerzo o de reaceidn;

b) una reproduccion miltiple, éptica o electrodptica
de una imagen electrdnica de una pantalla sobre otra;

¢) el transporte dlrecto de una rimagen electrénica de
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la pantalla fotosensible & la pantalla préxima de refuerzo
o de reaccidn, pudiendo ser esta reacoidn Sptica o eleotrdni-
ca;

d) la recccidn favorable éptica o electrdniocs produci~
da o regulads por los medios zlguientes diversamente continua-
dos: ya sea por el desplazemiento de la sSensibilidad mAxima
espeetral, a un grado deseado, de una pantalla com relacidn
& la de la otra pantalla; ya sea por la proteccidn totsl o
parcial de la pantalla fotosensible contra las radiaciones de
la segunda pantalla, por medio de una oapa aislante o semiocon-
ductora opaca intercalada entre las dos pantallas; ya sea por
la regulacidn adecuada de la alta tensidn entre las dos panta-
1llas; ye sea en fin por la modulacidn del rayo de exploracidn
por medio de un circufto de reaccidn.

5;- Ia propiedad y la explotacidn exclusiva del objeto
de la patente, sean cuales fusren las ecircunstancias que con-
curran con su esencialidad definida en las anteriores reivin-~
dicaciones, cuasl objeto es:

"Perfeccionamientos en los analizadores electrénicos

emisores de televisidn"

Consts 1a pre-
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sente memoria de once ho jas foliadas, escritas por ums sola
t oa.raA. ‘ _
Barcelona, 28 de Mayo de 1956‘.
P'. p.. de: CMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES GOMP‘I‘EURS’
ET MATERIAL D'US.N3S A GAZ, ZD'. Vladislas ZEITI.IKK,
De Apollinsire ZEITLINE y Dv. Vliedimir KLIATCHKO,
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